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El presente invento se refiere a una cálu- 
la de memoria bipolar (I L) lógica de inyección integrada que 
utiliza los inyectores verticales y los laterales. Las dos 
configuraciones que se describen se han optimizado respecto 
a la distribución en una disposición organizada en palabra 
de tal manera que el acoplamiento entre las regiones de super 
ficie y el acoplamiento a las líneas de lectura/escritura- 
escritura/lectura puede fabricarse durante una sola etapa de 
metalización. A este fin, el substrato forma el inyector co­
mún de los transistores pnp verticales.

El invento se refiere a una célula de me-
2moría bipolar (I L) lógica de inyección integrada y, más con- 

cretamente, a una cálula de memoria I L que utiliza tanto los 
inyectores laterales como los verticales.

Se conocen dos tipos diferentes pero bási- 
2eos de células de memoria I L. Un primero, descrito en "Fun­

ciones de Memoria Compartidas Superintegradas en Islas Difun­
didas" por S.K. Wiedmann y H.H. Berger, Electronics, 14 de 
Febrero de 1972 página 83) consiste de dos células I^L de co­
lector que comparten el mismo inyector. La base de cada una 
de ellas está conectada a un colector de la otra célula. El 
colector restante de cada cálula sirve como un terminal de 
lectura/escritura-entrada/salida. La distribución de este 
circuito en un conjunto de palabra organizada tiene ciertas 
desventajas. Primeramente, el emisor tipo-P (inyector) ocupa 
un espacio que, en su longitud, reduce densidad. En segundo 
lugar, la tensión aplicada al inyector tiene que aplicarse 
a todos los emisores tipo-P de una palabra por medio de una 
lámina metálica depositada durante una segunda etapa de meta­
lización.
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Un segundo tipo de célula I L se describió 
en "Una Memoria Acoplada por Inyección: Una Memoria Bipolar 
Estática de Alta Densidad" por S.K. Wiedmann IEEE Revista de 
Circuitos de Estado Sólido, Volumen SC-8NB 5 Octubre de 1973 
página 332. La célula consiste de dos células I L de colector 
único que comparten un inyector y tienen un inyector exclusi­
vo para las funciones de lectura/escritura-entrada/salida.
De esta manera, se requiere un total de tres inyecciones por 
célula. Para evitar el problema de una doble metalización, 
se modificó la distribución de esta célula de tal maneia 
que los inyectores de lectura/escritura se compartían entre 
células adyacentes en la misma linea de palabra. Esto requie­
re técnicas de decodificación complicadas debido a las múlti­
ples tareas de los inyectores de lectura/escritura.

El objetivo del presente invento es propor- 
conar una célula de memoria bipolar I^L, cuya fabricación re­
quiere solamente una única etapa de metalización.

Otro objetivo del presente invento es que 
la célula de memoria I^L sea más compacta, aumentando por lo 
tanto la densidad.

Otro objetivo del presente invento es pro-
2porcionar una célula de memoria bipolar I L que mantenga una 

capacidad esclusiva de lectura/escritura, reduciendo por tanto 
la complejidad de la decodificación.

En un aspecto más amplio, el invento pro- 
porciona una célula de memoria bipolar (I L) lógica por in­
yección integrada, que está controlada por lineas de lectura/ 
escritura-escritura/lectura y del tipo que pueda utilizarse 
en una distribución de palabra-organizada, que comprende: un 
substrato que tiene un primer tipo de semiconductividad, for-

2
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mando dicho bustrato un emisor común; una primera capa de ma­
terial semiconductor de un segundo tipo de conductividad dis­
puesta sobre dicho substrato y que contenga regiones espacia­
das de dicho material del primer tipo de conductividad, las 
cuales regiones se extienden hacia abajo y son contiguas al 
mencionado substrato; una segunda capa que tiene el segundo 
tipo de conductividad dispuesta sobre la primera capa y sobre 
las regiones espaciadas; teniendo las regiones primera y se­
gunda de material semiconductor dicho primer tipo de conduc­
tividad dispuesto dentro de la segunda capa y separado de la 
misma, teniendo cada primero y segunda regiones una superfi­
cie expuesta, regiones tercera y cuarta de material semicon­
ductor que tienen el segundo tipo de conductividad dispues­
tas dentro de la primera región, teniendo cada una, una super­
ficie expuesta, y regiones quinta y sexta de material semicon­
ductor que tienen el segundo tipo de condutividad dispuestas 
dentro de la segunda región teniendo cada una, una superficie 
expuesta, dichas regiones cuarta y quinta se acoplan cada una 
a una de las lineas de lectura/excritura-excritura/lectura, 
la región tercera se acopla a la segunda región, la sexta re­
gión se acopla a la primer región, y dichas regiones conti­
guas se localizan cada una debajo del espacio muerto de una 
de las regiones primera y segunda.

Los anteriores y otros objetivos del pre­
sente invento se describirán con más detalle en lo que sigue 
junto con los dibujos que se acompañan en los cuales:

- La Fig. 1 es una vista sectorial del primer
2tipo conocido de célula de memoria I R;

La Fig. 2 ilustra la distribución de la 
cálula de memoria de la Fig. 1 en una disposición de palabra-
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organizada;
La Fig. 3 es una vista sectorial de una pri 

mera célula de memoria I^L según el presente invento;
La Fig. 4 ilustra la distribución de la 

$ cálula de memoria de la Fig. 3 en una distribución de palabra 
organizada;

La Fig. 5 es una vista sectorial de un se- 
gundo tipo conocido de célula de memoria I L;

Las Figs. 6a y 6b son vistas sectoriales 
210 de una segunda célula de memoria I L según el presente in­

vento; y
La Fig. 7 ilustra la distribución de la 

cálula de memoria de la Fig. 6 en una configuración de pala­
bra-organizada.

1$ La Fig. 8 ilustra una disposición de pala­
bra-organizada utilizando la célula de memoria de la Fig. 6.

La Fig. 1 ilustra un primer tipo conocido
2de célula de memoria I L del tipo descrito en la primera de 

las referencias citadas anteriormente. La parte de la dere- 
20 cha de la Fig. 1 es una sección transversal a lo largo de 

la linea A-A de la Fig. 2. La parte de la izquierda de la 
Fig. 1 es una sección transversal a lo largo de la linea B-B 
de la Fig. 2.

Una capa enterrada 4 que tiene una conduc- 
25 tividad tipo N+ está difundida en un substrato tipo-P, 2.

Una capa epitaxial tipo-N está depositada sobre una capa en­
terrada 4. El dispositivo contiene dos transistores pnp late­
rales y cuatro transistores npn verticales. El primer tran­
sistor pnp lateral comprende la región de colector 8, la re- 

30 gión base 6 y la región de emisor 10, y el segundo transís-
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tor pnp lateral comprende la región de colector 12, la re­
gión base 6 y la región de emisor 10. Los transistores npn 
primero y segundo verticales comprenden las regiones de co­
lector 14 y 16 respectivamente, la región base 8 y una región 
de emisor que comprende las regiones 4 y 6. Los transistores 
verticales tercero y cuarto comprenden las regiones de colec­
tor 18 y 20 respectivamente, la región base 12 y una región 
de emisor que incluye las regiones 4 y 6.

Cuando se aplica la corriente a la región 
inyectora 10, ésta inyecta huecos en la capa epitexial tipo-N. 
Un número sustancial de estos huecos se recogen por las regio­
nes adyacentes tipo-P 8 y 12. Debido a la estructura casi 
simétrica, ambas regiones tipo-P, 8 y 12 reúnen aproximada­
mente igual cantidad de corriente.

La región de colector 14 del primer transis­
tor npn vertical está conectada a una línea de lectura, y el 
colector 20 del cuarto transistor Vertical npn está conecta­
do a una línea de escritura. Sin embargo, nótese que las 
lineas de lectura y escritura pueden invertirse. La linea 
de lectura está conectada al colector 14 a través del con­
tacto 22, y la linea de escritura está acoplada a la región 
de colector 20 a través de un contacto 24. Las regiones de 
colector l6 y 18 están acopladas a regiones de base opuesta 
a través de las regiones de contacto 26, 28, 30 y 32* Sobre 
la región 10 está situada una región de contacto inyector 3^-

La estructura descrita anteriormente funcio­
na como una flip-flop. Supongamos que el transistor, formado 
por la región tipo-N 6, la región tipo-P 12 y la región tipo-N 
18, está conduciendo. Esto hará que la corriente de base 1^ 
desaparezca de la región tipo-P, 8, siempre que, por supuesto,
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la ganancia de corriente inversa sea mayor que 1. Si el tran­
sistor npn correspondientemente opuesto está conduciendo, 
desaparece la corriente de la región tipo-P 12. De esta ma­
nera, la estructura funciona como un flip-flop. Las regio­
nes exteriores 14 y 20 se establecen previamente, para acoplar 
el flip-flop a las lineas de lectura-escritura en una organi­
zación ordenada.

La Fig. 2 ilustra la célula de memoria mos­
trada en la Fig. 1 en una disposición de palabra-organizada. 
Las regiones semejantes se han denominado con números seme­
jantes. En esta distribución, todas las células de memoria 
que pertenecen a un par de lineas de palabra común (W+ y W-) 
están embebidas en una lámina tipo-N aislada común. También 
se muestran dos regiones 36 y 38 aislantes tipo P+. Estas re­
giones proporcionan asilamiento entre palabras adyacentes en 
la distribución. La linea W- es simplemente la lámina tipo-N 
común entre lo anterior y las regiones de aislamiento, mien­
tras que la linea W+ es una lámina metálica depositada en una 
segunda etapa de metalización. La línea W+ conecta todos los 
emisores tipo-P de una única palabra. Los transistores de 
lectura-escritura están conectados a un par de líneas metá­
licas de lectura-escritura perpendicular a la lámina tipo-N. 
Puede verse que la linea W+ cruza las lineas de lectura y es­
critura haciéndose necesario que la linea W+ se deposite 
durante una segunda etapa de metalización. También, y como 
puede verse en la Fig. 2 el emisor tipo-P (inyector) requiere 
una cantidad significativa de espacio.

Puede verse que si el emisor tipo-P lateral 
(inyector) pudiera hacerse lateral y la linea W+ situarse bajo 
la región epitaxial tipo-N se eliminaría la necesidad de una
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segunda etapa de metalización, y la- estructura resultante 
sería una célula de memoria más compacta.

Abriendo la capa enterrada tipo N+, se ha­
ce posible la accién del transistor pnp vertical. En la Fig.

5 3 , se han abierto las ventanas 42 y 44 en la capa enterrada
N+. Nuevamente, la parte de la derecha de la Fig. 3 es una 
sección transversal a lo largo de la línea A-A de la Fig. 4, 
y la parte de la izquierda de la Fig. 3 es una sección trans­
versal a lo largo de la línea B-B de la Fig. 4. La estruc- 

10 tura incluye ahora dos transistores pnp verticales. El pri­
mero comprende la región colector 8, la región base 6 y la 
región emisor 40. El segundo comprende la región colector 
12, la región base 6 y la región emisor 40. El substrato 40, 
que forma ahora el emisor de los transistores pnp verticales, 

3-5 tiene ahora una conductividad tipo P+. La estructura restante 
es similar a la mostrada en la Fig. 1 con la excepción de que 
debe eliminarse el inyector común 10 en la Fig. 1.

La distribución de la célula de memoria, 
mostrada en la Fig. 3) se muestra en forma de palabra-organi- 

20 zada en la Fig. 4. Las regiones semejantes se han denominado 
con números semejantes. Las regiones de puntos 42 y 44, co­
rrespondan a las ventanas á través de la capa enterrada tipo 
N+ mostrada en la Fig. 3* La capa enterrada N+ se muestra 
también en la Fig. 4 bordeada por las líneas de puntos 43 y 

25 45- Nótese que las aberturas en la capa enterrada ocupan el
espacio muerto de la célula (espacio entre las regiiones 14 
y 16 y espacio entre las negiones 18 y 20), y no requieren 
por lo tanto la asignación de ningún espacio adicional. 
Además, el espacio que estaba ocupado por el emisor tipo-F 

30 lateral de la Fig. 2 se ha eliminado, lógicamente el resuly
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tado es una mayor densidad. La linea W+ es ahora el substrato 
tipo P+ 40, mostrado en la Fig. 3; por lo tanto, ya no se 
requiere una segunda etapa de metalización. Nótese también 
que la distribución es tal que se simplifica el acoplamiento 

5 eléctrico, esto es, el contacto 32 está próximo al contacto
30, y el contacto 26 está próximo al contacto 28. Como conse­
cuencia, las interconexiones metalizadas para conectar entre 
si regiones apropiadas y las interconexiones metalizadas que 
forman las lineas de lectura/escritura-escritura/lectura no 

10 ge cruzan, y pueden establecerse durante una única etapa de 
metalización. Ya que las ventanas de inyección 42 y 44 de los 
transistores pnp verticales están localizadas debajo del es­
pacio muerto de las regiones 8 y 1 2 , se minimiza la interacción 
de los transistores verticales pnp con los otros elementos 

15 activos.
Para realizar una operación de "lectura" 

la distribución mostrada en la Fig. 4, la capa enterrada 4 
(Fig. 3) se disminuye en tensión a través de W- respecto del 
substrato 40 (W+). Cuando se polariza de esta manera, los 

20 potenciales de las lineas R/W y V/R pueden detectarse para esta­
blecer el estado de la célula seleccionada.

Para "escribir" la linea apropiada R/W ó W/R se 
disminuye al mismo potencial que la capa enterrada (W-). La 
capa enterrada de las otras células de fila no-seleccionadas se 

23 polariza por debajo de las células de fila seleccionadas.
La Fig. 5 es una sección transversal del otro 

tipo conocido de célula de memoria I L. La célula incluye dos 
transistores npn acoplados transversalmente que comparten 
un inyector 58. Como en el tipo conocido anterior, una capa 
enterrada tipo N+ 48 está difundida en el substrato tipo-P 46.30
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De la misma manera una capa epitaxial-tipo-N $0 se deposita 
sobre la capa enterrada 48. El primer transistor incluye una 
región colector tipo-N 56, una región base tipo-P 54 y una 
región emisor tipo-N $0. El segundo transistor incluye una 

5 región colector tipo-N 62, una región base tipo-P 60 y una 
región emisor tipo-N 50. Estos transistores npn acoplados 
transversalmente funcionan en modo inverso, actuando la ca­
pa epitaxial tipo-N como emisor para ambos transistores. La 
corriente de base resulta de los portadores minoritarios 

10 que se inyectan desde la región inyectora tipo-P 58 en la
región epitaxial tipo-N 50 y reunidos esencialmente por las ' 
regiones base tipo-P adyacentes 5^ y 60. Debido a la estruc­
tura casi simétrica ambas corrientes son casi iguales. Si la 
ganancia de corriente de los transistores npn inversos es 

15 mayor que uno, se consigue la operación biestable. De esta
manera, la estructura representa un flip-flop con dispositi­
vos de carga de corriente constante controlables . Estos dispositivos 
de carga incluyen dos transistores pnp laterales cuyas bases 
comunes están acopladas a los emisores comunes de los tran- 

20 sistores npn verticales, y cuyos colesctores están unidos
a las bases de los correspondientes transistores npn (regio­
nes tipo-P 54 y 60).

Para ampliar este dispositivo de flip-flop a 
una célula de memoria, se añaden dos regiones exteriores ti- 

25 po-P 52 y 64 para acoplar a las líneas de datos de lectura/ 
escritura. Las líneas se acoplan a través de las regiones 
de contacto 82 y 70 respectivamente. La región de colector 
56 se acopla a través del contacto 80 a la región base 70 

a través del contacto 72. La región de colector 62 se acopla 
a la región base 54 a través de las regiones de contacto 6230
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y 78.
A fin de evitar la necesidad de una doble meta­

lización en este tipo conocido de célula, ésta se modifica 
como se describió en la segunda de las referencias citadas 

5 anteriormente de tal manera que los inyectores de lectura/ 
escritura se comparten entre células adyacentes en la misma 
linea de palabra. Esto requiere técnicas de decodificación 
complicadas debido a las lúmtiples tareas de los inyectores 
de lectura/escritura.

10 Utilizando técnicas de inyección pnp vertical,
es posible hacer una nueva célula que mantiene la capaci­
dad exlusiva de lectura/escritura, requiriendo sólo decofi- 
cación simple y también una sola etapa de metalización. Tam­
bién, la célula contiene de por si menos capacidad para real- 

15 zar los parásitos.
Las Figs. 6a y 6b son secciones transversales 

del segundo tipo mejorado de célula I^L que utiliza inyección 
pnp vertical, tomadas a lo largo de las líneas A-A y B-B de 
la Fig. 7, respectivamente. Puede verse que la región inyec- 

20 tora común mostrada en la Fig. 5 se ha eliminado. Además, 
las ventanas 84 y 86 en la capa enterrada 48 tipo N+ están 
por debajo de las regiones base 54 y 60 respectivamente.

El primer transistor pnp vertical comprende la 
región colector 5^) la región base 50 y la región emisor 46. 

25 El segundo transistor pnp vertical comprende la región co­
lector 60, la región base 50 y la región P+ 46 como el emi­
sor. Todas las otras regiones son las mismas que las mostra­
das en la Fig. 5 y están denominadas con números de referen­
cia similares. Estas regiones similares constituyen lo deno- 

30 minado anteriormente oomo transistores npn verticales y
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transistores pnp laterales.
La distribución de esta célula biestable de in­

yector (LVI) vertically lateral se muestra en la Fig. 7. Las 
regiones semejantes se han denominado con números de referen­
cia similares. Como se estableció anteriormente, la región 
de inyector común de la Fig. $ ha sido eliminado, resultando 
por consiguiente una célula que tiene al menos una compacidad 
comparable a la célula descrita en la segunda referencia ci­
tada. Además, ya que se ha omitido el inyector común es posi­
ble una decodificación más sencilla, y es más fácil de redu­
cir los componentes parásitos. Ya que la nueva célula de in­
yección lateral-vertical (LVI) ocupa como máximo el mismo 
espacio que la célula conocida descrita anteriormente, con 
posibles componentes activos de tamaños más grandes, result 
tando una mejor distribución. Nuevamente, ya que la linea 
W+ es el substrato tipo F+, se ha eliminado la necesidad de 
una segunda etapa de metalización. Finalmente, la distribu­
ción es tal que se simplifica el acoplamiento eléctrico, esto 
es, el contacto 7^ está próximo al contacto ?8 y el contacto 
72 está próximo al contacto 80. Además, el acoplamiento entre 
estos contactos no interfiere con las lineas de lectura/escri 
tura como se muestra en la Fig. 7. Como consecuencia, sola­
mente se requiere una única etapa de metalización para pro­
ducir las interconexiones metalizadas requeridas y las inter­
conexiones metalizadas de lectura/escritura-escritura/lectura

Para explicar como puede escribirse y leerse la 
célula de las Figs. 6a, 6b y 7, la Fig. 7 ilustra una distri­
bución que tiene tres filas de células X^, Xg y X^ separadas 
por las regiones de aislamiento 92, 94=! 96 y 98! y tres co­
lumnas Y^, Yg e Y^ . Para las operaciones de "lectura"
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y "escritura", se requieren dos niveles de tensión Vmid y 
Vlow, ambos de los cuales están por debajo del potencial del 
substrato (W+), de tal manera que W+^Vmid^Vlow.

Si, por ejemplo, se desea leer el contenido de 
la célula 2,2 entonces:

VXg ̂ V y g  = Vyg = Vlow
dónde VXg es la tensión de la capa enterrada (mostrada por
linea de puntos) en la fila X-.

Para las células no-direccionadas en la misma
"fila (células 2 ,1 y 2,3 ):

VXg '¡2̂  Vlow; Vy^ = Vy^ = Vmid.
Para las células no-direccionadas en la misma

columna (células 1 , 2  y 3 *2):
Vx^ = Vx^ ^;Vmid, Vyg =! Vyg = Vlow.

Para escribir en la célula 2,2:
Vxg ̂ yiov; Vyg - Vmid; Vyg = Vlow

Para las células no-direccionadas en la misma
fila (células 2 , 1 y 2 ,3 );

VXg /p=*Vlow, Vy^ = Vy^ = Vlow
Para las células no-direccionadas en la misma

columna (células 1 , 2  y 3 ,2)
Vx^ = Vx^/^Vmid ; Vyg = Vmid; Vy^ = Vlow

Nótese que la célula de memoria I^L mostrada 
en las Figs. 3 Y 6a y b puede fabricarse por técnicas que 
son noramles y bien conocidas a las personas familiarizadas 
con la-fabricación de circuitos semiconductores. Por ejemplo, 
refiriéndonos a la Fig. 3, wl substrato tipo-P 4o se suminis­
tra con una capa de oxidación, y utilizando técnicas norma­
les de enmascaramiento y ataque por agua fuerte, se quita 
la capa de óxido en dónde se requiera la difusión N+ enterra­

12.

da
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Después de quitar la capa de oxidación restante, se recrece 
entonces la región epitaxial 6 sobre el substrato que con­
tiene las regiones N+ difundidas, y se crea una segunda 
capa de oxidación sobre la capa epitaxial. Se abren entonces 
las ventanas en esta segunda capa de oxidación a través de 
las cuales puede difundirse el dopante tipo P+ para fines 
de aislamiento.

Utilizando una tercera capa oxida, en ella se 
abren ventanas para conseguir la requerida difusión base, 
y a través de las ventanas en una cuarta capa oxida que se 
produce subsecuentemente, se producen las restantes regiones 
difundidas.

Se utiliza una quinta capa óxida con sus co­
rrespondientes ventanas para proporcionar la requerida depo­
sición metálica. Debe repetirse que los procesos anteriores 
se realizan utilizando las técnicas de enmascaramiento y ata­
que con agua fuerté.

.Ha de quedar entendido que la anterior descrip­
ción de una forma determinada del invento se hace a modo de 
ejemplo y no debe considerarse como limitación de su alcance.

El presente invento corresponde a una solicitud 
de patente formulada en Estados Unidos el día 3 de Mayo de 
1977, señalada con-el Na 793,449 6. 235 y se acoge, por lo 
tanto a los beneficios que otorgan los convenios internacio­
nales vigentes.



NOTA
Los puntos de invención propia y nueva que se 

presentan para que sean objeto de esta patente^de veinte 
años son los siguientes:

1.- Una célula de memoria bipolar (I L) lógica 
de inyección integrada, controlada por líneas de lectura/ 
excritura-escritura/lectura de un tipo que puede utilizarse 
en una disposición de palabra-organizada, que comprende:
- un substrato que tiene un primer tipo de semiconductividad, 

formando dicho substrato un emisor común;
- una primera capa de material semiconductor de un segundo 

tipo de semiconductividad dispuesto sobre dicho substrato 
que contiene regiones espaciadas de material del primer 
tipo de conductividad, las cuales regiones se extienden 
hacia abajo y son contiguas con dicho substrato;

- una segunda capa que tiene el segundo tipo de conductivi­
dad dispuesta sobre la primera de dichas capas y dichas 
regiones espaciadas;

- regiones primera y segunda de material semiconductivo que 
tienen el primer tipo de conductividad dispuestas dentro 
de la segunda capa y separadas de la misma, teniendo cada 
una de las regiones primera y segunda una superficie expues­
ta ;

- regiones tercera y cuarta de material semiconductivo que 
tiene el segundo tipo de conductividad dispuestas dentro 
de la primera región, que tienen cada una una superficie 
expuesta; y

- regiones quinta y sexta de material semiconductivo que tiene 
el segundo tipo de conductividad dispuestas dentro de la 
segunda región, que tienen cada una una superficie expues-
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ta; dichas regiones cuarta y quinta se acoplan cada una 
a una de las líneas de lectura/escritura-escritura/lectura, 
la región tercera se acopla a la región segunda, la región 
sexta se acopla a la región primera, y las mencionadas re- 

$ giones contiguas se localizan cada una, debajo del espa**
ció muerto de una de las regiones primera y segunda.

2. - Una célula de memoria bipolar (I^L) lógica 
de inyección integrada, según el punto 1 , en dónde las su­
perficies expuestas de las regiones primera y segunda son

10 prácticamente rectangulares, uno de los lados más largos de 
la.primera región yuxtapuesta es prácticamente parálelo a uno de los 
lados más largos de la segunda región; y en dónde el espacio 
muerto en la primera región está flanqueado por las regiones 
tercera y cuarta y el espacio muerto en la segunda región 

15 está flanqueado por las regiones quinta y sexta; y en dónde 
las líneas de lectura/escritura-escritura/lectura están 
acopladas a las regiones cuarta y quinta respectivamente 
y pasan sobre el espacio muerto en las regiones segunda y 
quinta respectivamente y son prácticamente prependiculares 

20 a los mencionados lados más largos; y en dónde la región
tercera está acoplada al extremo más cercano de la segunda 
región y la sexta región está acoplada al extremo más cer­
cano de la primera región.

3. - Una célula de memoria bipolar (I L) lógica 
25 de inyección integrada, según el punto 2 , en dónde dicho subs

trato y las regiones primera y segunda tienen una conducti­
vidad tipo-P, y en dónde la segunda capa y las regiones 
tercera, cuarta, quinta y sexta tienen una conductividad 
tipo-N.

4. - Una célula de memoria bipolar (I^L) lógica30
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de inyección integrada, según el-punto 3 , en dónde la primera 
capa tiene una conductividad tipo N+.

Una célula de memoria bipolar (I^L) lógica 
de inyección integrada, según el punto 4 en dónde la segunda 
capa es una capa epitaxial.

6. - Una célula de memoria bipolar (I L) lógica 
de inyección integrada, según el punto 2 , en dónde la tercera 
región se acopla a la segunda región por una primera inter­
conexión metalizada, la primera región se acopla a la sexta 
región por una segunda interconexión metalizada, la cuarta 
región se acopla a la linea de lectura/escritura por una 
tercera interconexión metalizada, la quinta región se acopla
a la linea de escritura/lectura por una cuarta interconexión 
metalizada.

7. - Una célula de memoria bipolar, (I^L) lógica 
de inyección integrada, según el punto 6, en dónde las inter­
conexiones metalizadas primera, segunda, tercera y cuarta 
son coplanares y no se interceden, y se aplican durante una 
única etapa de metalización.

8. - Una célula de memoria bipolar (I L) lógica 
de inyección integrada según el punto 1, que está controla­
da por lineas de leetura/escritura-escritura/lectura y es 
del tipo que puede utilizarse en una disposición de palabra- 
organizada, que comprende:
- un substrato que tiene un primer tipo de semiconductividad 

que forma un emisor común;
- una primera capa de material semiconductor de un segundo 

tipo de conductividad dispuesto sobre dicho substrato que 
contiene regiones espaciadas del primer tipo de conductivi­
dad, las cuales regiones se extienden hacia abajo y son
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contiguas con el substrato;
- una segunda capa que tiene un segundo tipo de conductivi­

dad dispuesto sobre la primera capa y las regiones espa­
ciadas;

-regiones primera, segunda, tercera y cuarta de material 
semicondcutor que tiene el primer tipo de conductividad 
dispuestas dentro de la capa epitaxial y separadas de la 
primera, segunda, tercera y cuarta regiones, teniendo cada 
una una superficie expuesta; y

- regiones quinta y sexta de material semiconductor que tiene 
el segundo tipo de conductividad teniendo cada una una 
superficie expuesta, cada una de las regiones quinta y 
sexta dispuesta en una de las regiones primera y segunda 
respectivamente, dicha región quinta acoplada a la segunda 
región, la sexta región acoplada a la primera región, la 
tercera región y la cuarta acopladas a una de las líneas

, de lectura/escritura-escritura/lectura, y las regiones 
contiguas localizadas cada una debajo del espacio muerto 
de las regiones primera y segunda.

9. - Una célula de memoria bipolar, (1 L) lógica 
de inyección integrada, según el punto 8, en dónde dicho 
substrato y las regiones primera, segunda, tercera y cuarta 
tienen una conductividad tipo -P y en dónde la segunda capa
y las regiones quinta y sexta tienen una conductividad tipo-N.

10. - Una célula de memoria bipolar, (I L) lógica 
de inyección integrada, según el punto 9t en dónde la segun­
da capa es una capa epitaxial.

211. - Una célula de memoria bipolar (I L) lógica

30
de inyección integrada, según el punto 1 0, en dónde dicha 
capa tiene una conductividad tipo-N+.
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2 *12.- Una célula de memorfa bipolar (I L) lógica 
de inyección integrada, según el punto 8, en dónde las super­
ficies expuestas de las regiones primera y segunda tienen 
una forma prácticamente rectangular, con un lado más largo 
de la primera región yuxtapuesto prácticamente paralelo 
a un lado más largo de la segunda región, y en dónde la quin­
ta región está en situación opuesta al espacio muerto de 
la segunda región y la sexta región está en posición opuesta 
al espacio muerto de la primera región, y en dónde las regio­
nes tercera y cuarta y las lineas de lectura/escritura-escri_ 
tura/lectura adjuntas a la misma flanquean las regiones ter­
cera y cuarta.

13.- Una célula de memoria bipolar (I^L) lógica 
de inyección integrada, en dónde las lineas de lectura/es- 
critura-escritura/lectura están en contacto con las regiones 
tercera y cuarta respectivamente y son interconexiones pri­
mera y segunda metalizadas que se prolongan prácticamente 
paralelas a los lados más largos.

. 14.- Una célula de memoria bipolar (I L) lógica
de inyección integrada, según el punto 1 3 ) en dónde la pri­
mera región está acoplada a la sexta región por una tercera 
interconexión metalizada y la segunda región está acoplada 
a la quinta región por una cuarta interconexión metalizada, 
siendo dichas interconexiones tercera y cuarta prácticamen­
te perpendiculares a los lados más largos.

15.- Una célula de memoria bipolar (I L) lógica 
de inyección integrada, según el punto 14, en dónde las in­
terconexiones metalizadas primera, segunda, tercera y cuarta 
son coplanares y no se interceptan, y se aplican durante una 
única etapa de metalización.
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2 ,16. - Una célula He memoria bipolar (1 L) lógica 
de inyección integrada, según el punto 8, del tipo que inclu­
ye por lo menos dos transistores npn verticales dispuestos
en una capa epitaxial que forma el emisor común de dicho 

5 transistor npn vertical, y en dónde los emisores de dos
transistores pnp laterales dispuestos en dicha capa epita­
xial están acoplados a las lineas de lectura/escritua-escri- 
tura/lectura, que comprende:
- un substrato que tiene una conductividad tipo-P; y 

10 - una capa de material semiconductor de conductividad tipo
N+ que contiene regiones tipo-P espaciadas dispuestas sobre dicho 
substrato, extendiéndose las regiones tipo-P hacia-abajo 
y contiguas con el substrato, dicha capa epitaxial dis­
puesta sobre la capa tipo N+ y las regiones espaciadas 

15 tipo-P tales que forman dos transistores pnp verticales,
formando dicho substrato el emisor común de los transis­
tores pnp verticales, formando la capa epitaxial la base 
de dichos transistores pnp verticales, y en dónde las ba­
ses cb los transistores pnp verticales son también los co- 

20 lectores de los transistores pnp verticales.
17. - Una célula de memoria bipolar (I^L) lógica 

de inyección integrada.
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Tal y como se ha descrito en la memoria que an­
tecede, representado en los dibujos que se acompañan y a 
los fines especificados.

Esta memoria consta de veinte hojas escritas 
5 por una sola cara.



STANDARD ELECTRICA, &  A.
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